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TÓM TẮT  

Trong bài báo này, phổ hấp thụ của exciton trong chấm lượng tử dạng đĩa 

GaAs/AlAs với thế giam giữ sâu vô hạn đã được khảo sát lý thuyết bằng phương 

pháp hàm sóng tái chuẩn hóa. Phổ hấp thụ của exciton đã được nghiên cứu thông 

qua việc tính toán các tốc độ chuyển dời quang liên vùng giữa mức thấp nhất của lỗ 

trống và mức thấp nhất của điện tử. Các kết quả tính số chỉ ra rằng dưới tác dụng 

của laser bơm mạnh cộng hưởng thì trong phổ hấp thụ của exciton xuất hiện hai 

đỉnh hấp thụ mới. Hơn nữa, các đỉnh hấp thụ này có xu hướng dịch chuyển về vùng 

năng lượng thấp tương ứng với dịch chuyển đỏ khi tăng bán kính của chấm. 

Từ khóa: phổ hấp thụ của exciton, chấm lượng tử dạng đĩa, GaAs/AlAs. 
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ABSTRACT 

In this work, the excitonic absorption spectrum in a GaAs/AlAs disc-shaped 

quantum dot with infinity potential is theoretically investigated by using the 

renormalized wavefunction method. The absorption spectrum of the exciton is 

analyzed by calculating the interband optical transition rates between the lowest 

level of the hole and the lowest level of the electron. The numerical results show the 

existence of the exciton optical Stark effect via the appearance of two new peaks in 

the absorption spectrum under the influence of an intensity pump laser. Moreover, 

these resonance peaks tend to shift towards the low-energy region corresponding to 

the redshift as the dot radius increases. 

Keywords: disc-shaped quantum dot, GaAs/AlAs, the absorption spectrum of 

exciton. 
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